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(57)摘要

一种用于预烧结或烧结硅晶片的压制结构

(1，100)，包括下部块(10，110)和上部块(12，

112)，其中下部块包括下部基座(14，114)和下部

板(16，116)。下部板仅放置在至少三个压向称重

传感器的主体的顶表面上，这些称重传感器的主

体由下部基座支撑使得所述顶表面基本上彼此

共面。
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1.一种用于预烧结或烧结硅晶片的压制结构，所述压制结构包括下部块和上部块，其

中所述下部块包括下部基座和下部板，所述下部板由所述下部基座支撑并且形成用于支撑

待烧结的硅晶片的下表面，并且其中所述上部块包括上部板，所述上部板形成面向所述上

表面的上表面，所述压制结构包括致动器装置，所述致动器装置适于使所述下部板和/或所

述上部板在非激活位置和激活位置之间平移，在所述非激活位置中所述下部板和所述上部

板相互分离，在所述激活位置中所述上表面向存在于所述下表面上的硅晶片施加预定压

力，其特征在于，

所述下部板仅放置在至少三个压向称重传感器的主体的顶表面上，所述称重传感器的

主体由所述下部基座支撑成使得所述顶表面基本上彼此共面。

2.根据权利要求1所述的压制结构，其中，所述称重传感器的主体没有压力传感器。

3.根据权利要求1所述的压制结构，其中，所述称重传感器的主体设置有压力传感器，

所述压力传感器适于检测由所述上表面施加到硅晶片的压力。

4.根据前述权利要求中任一项所述的压制结构，其中，所述称重传感器的主体适于偏

转以允许所述下部板枢转，从而补偿所述下表面与所述上表面之间的任何不平行度以及/

或者硅晶片的上表面与所述下表面和/或所述上表面之间的任何不平行度。

5.根据前述权利要求中任一项所述的压制结构，其中，所述称重传感器的主体具有基

本相同的高度。

6.根据前述权利要求中任一项所述的压制结构，其中，所述下部板通过连接杆保持在

位，所述连接杆将所述下部板连接到所述下部基座。

7.根据权利要求6所述的压制结构，其中，所述下部板的至少两个相对侧通过相应的所

述连接杆连接到所述下部基座的相应的相对侧。

8.根据权利要求7所述的压制结构，其中，每个偏转杆将所述下部板的顶点连接到所述

下部基座的相应侧的相对顶点。

9.根据权利要求6至8中任一项所述的压制结构，其中，所述连接杆通过球形接头连接

到所述下部板和所述下部基座。

10.根据前述权利要求中任一项所述的压制结构，其中，所述称重传感器在额定载荷下

具有0.5mm的最大偏转。
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烧结压制结构

[0001] 本发明涉及制造硅晶片的工艺领域，尤其涉及适用于对硅晶片进行预烧结或烧结

的压制结构。

[0002] 预烧结(也称为术语“晶片层压”)和烧结(“晶片烧结”)是硅晶片生产工艺的两个

阶段，可以用相同的专用压制结构实现该两个阶段，并且该两个阶段在压制操作的工作参

数(特别是温度)上彼此显著不同。

[0003] 根据权利要求1的前序部分，用于预烧结或烧结硅晶片的压制结构包括下部块和

上部块，其中下部块包括下部基座和下部板，下部板由下部基座支撑并且形成了用于支撑

待烧结的硅晶片的下表面。上部块包括形成面向上表面的上表面的上部板。

[0004] 压制结构设置有致动器装置，该致动器装置适用于使下部板和/或上部板在相互

分离的非激活位置和激活位置之间平移，其中上表面对存在于下表面上的硅晶片施加预定

压力。

[0005] 硅晶片的预烧结和烧结应当满足以下假设才能被认为是可靠的：

[0006] ‑可自由编程的工艺温度为从大约100℃至大约350℃；

[0007] ‑工艺温度均匀分布在要处理的晶片上，允许偏差约为+/‑3℃；

[0008] ‑可自由编程的工艺压力为从大约1MPa至大约40MPa；

[0009] ‑工艺压力均匀分布在要处理的晶片上，允许偏差约为+/‑0.5MPa。

[0010] 为了满足这些要求，压制结构应当确保：

[0011] ‑下表面和上表面的强度和绝对刚度；

[0012] ‑下表面和上表面之间的绝对平行度。

[0013] 本发明的目的是提出一种能够满足上述要求的以上所述类型的压制结构。

[0014] 通过根据权利要求1所述的预烧结或烧结压制结构来实现所述目的。

[0015] 然而，根据本发明的压制结构的特征和优点将从以下对其优选的示例实施例的描

述中变得显而易见，该描述以非限制性示例的方式给出，并且参考附图，在附图中：

[0016] ‑图1是根据本发明的压制结构的一个实施例的立体图；

[0017] ‑图2是根据本发明的压制结构的另一实施例的立体图；

[0018] ‑图3是图2的压制结构的示意性正视图。

[0019] 在以下描述中，各种实施例共同的元件应使用相同的附图标记表示。

[0020] 参考附图，1、100总体上表示用于预烧结或烧结硅晶片的压制结构。

[0021] 根据一般的实施例，压制结构1、100包括下部块10、110和上部块12、112。

[0022] 下部块10、110包括下部基座14、114和下部板16、116，下部板由下部基座支撑并且

形成了用于支撑待预烧结或烧结的硅晶片的下表面16’、116’。

[0023] 在一些实施例中，如图所示，下部板16、116可以包括两个重叠的、刚性连接的板部

分(例如，在图2和图3中表示为116a和116b)，硅晶片放置在其上的上部部分116a是加热板，

与称重传感器接触的上部部分116b保持在较低的温度。

[0024] 上部块12、112包括上部板18、118，上部板形成了面向下表面16’、116’的上表面

18’、118’。
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[0025] 压制结构设置有致动器装置(例如液压的或电动的)，该致动器装置适用于使下部

板16、116和/或上部板18、118在非激活位置和激活位置之间平移，在非激活位置中下部板

和上部板相互分离，在激活位置中上表面对下表面上的硅晶片施加预定压力。

[0026] 根据本发明的一方面，下部板16、116仅放置在由下部基座14、114支撑的至少三个

压向称重传感器(compression  load  cell)的主体20的顶表面上，使得所述顶表面基本上

彼此共面。

[0027] 在图1的实施例中，下部板16放置在三个称重传感器的主体20上，例如，这些称重

传感器布置在等边三角形的顶点处。

[0028] 在图2和图3的实施例中，下部板116放置在四个称重传感器的主体20上，例如这些

称重传感器布置在正方形的顶点处。

[0029] 称重传感器的主体的数量取决于待烧结的表面和/或施加在硅晶片上的压力。

[0030] 称重传感器的主体20适于偏转使得允许下部板枢转从而补偿下表面和上表面之

间的任何不平行度和/或硅晶片的上表面与下表面和/或上表面之间的任何不平行度。

[0031] 因此，使用称重传感器的主体20或壳体作为下部板的唯一支撑元件可以实现下表

面16’、116’与上表面18’、118’之间的完美贴合。

[0032] 在一个实施例中，称重传感器的主体20没有压力传感器。因此，在这种情况下，称

重传感器仅用作枢转支撑装置。

[0033] 在其它实施例中，称重传感器的主体20配备有适用于检测上表面施加在硅晶片的

压力的压力传感器，例如应变仪。

[0034] 因此，在这种情况下，称重传感器执行下部板的枢转支撑功能和压力传感器的功

能两者。

[0035] 在一个实施例中，称重传感器的主体20具有基本相同的高度。例如，称重传感器的

主体的顶表面同时经受磨削工艺，使得主体具有相同的高度。

[0036] 在一个实施例中，称重传感器的主体彼此相同。

[0037] 在一些实施例中，下部板16、116通过连接杆22、122(例如可调节的偏转杆)保持在

位。换言之，连接杆22、122阻止下部板16、116相对于称重传感器的主体20以不期望的方式

平移，使其仅放置在称重传感器的主体20上的下部板16、116上而不会受到其它约束。

[0038] 例如，在矩形形状的下部块10、110的情况下，下部板16、116的至少两个相对侧通

过相应的连接杆22、122分别连接到下部基座14、114的相应相对侧。具体地，每个连接杆22、

122将下部板16、116的顶点与下部基座14、114的相应侧的相对顶点连接在一起。此外，优选

地，下部块的相对两侧的杆22、122以相对的方式连接到它们各自的顶点。换言之，两个相对

杆将下部板的相对顶点(即，在平面图中限定了下部板的边界的矩形的对角线的端部)连接

到下部基座的相对顶点。

[0039] 在一个实施例中，连接杆22、122通过球形接头24连接到下部板16、116和下部基座

14、114，从而允许下部板相对于下部基座的任何倾斜而不影响下部板与称重传感器的主体

之间的相互作用。

[0040] 在一个实施例中，称重传感器的主体在额定载荷下具有约0.5mm的最大偏转。

[0041] 例如，压制结构可以补偿由称重传感器中心线限定的表面的边缘到边缘的多达约

0.3mm的不平行度。
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[0042] 对于根据本发明的压制结构的实施例，为了满足可能的需要，本领域技术人员可

以在不脱离以下权利要求的范围的情况下，对元件进行许多改变、调整和用其它功能等效

的元件替换。被描述为属于可行的实施例的每个特征可以独立于其它描述的实施例而获

得。
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图1
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图2
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图3
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